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問９ 定格容量 50 kV･A の単相変圧器において，力率 1 の負荷で全負荷運転したと

きに，銅損が 1000 W，鉄損が 250 W となった。力率 1 を維持したまま負荷を調

整し，最大効率となる条件で運転した。銅損と鉄損以外の損失は無視できるもの

とし，この最大効率となる条件での効率の値[％]として，最も近いものを次の(1)

～(5)のうちから一つ選べ。 

 

(1) 95.2 (2) 96.0 (3) 97.6 (4) 98.0 (5) 99.0 
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問 10 パワー半導体スイッチングデバイスとしては近年，主に IGBT とパワー

MOSFET が用いられている。通常動作における両者の特性を比較した記述とし

て，誤っているものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。 

 

(1) IGBT は，オンのゲート電圧が与えられなくても逆電圧が印加されれば逆方

向の電流が流れる。 

(2) パワーMOSFET は電圧駆動形であり，ゲート・ソース間に正の電圧をかける

ことによりターンオンする。 

(3) パワーMOSFET はユニポーラデバイスであり，一般的にバイポーラ形の

IGBT と比べてターンオン時間が短い一方，流せる電流は小さい。 

(4) IGBT はキャリアの蓄積作用のためターンオフ時にテイル電流が流れ, パ

ワーMOSFET と比べてオフ時間が長くなる。 

(5) パワーMOSFET ではシリコンのかわりに SiC を用いることで，高耐圧化と高

耐熱化が可能になる。 
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